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２０１４，１４（６）：３２９３３３０３．

［１０］　ＣＨＥＮＺｈｏｎｇｓｈｉ，ＷＡＮＧ Ｈｅｌｉｎ，ＳＵＩＣｈｅｎｇｈｕａ，犲狋犪犾．

Ａｎａｌｙｓｉｓｏｆｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎａｎｄｌｏｓｓｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｐｈｏｔｏｎｉｃ

ｃｒｙｓｔａｌｆｉｂｅｒｗｉｔｈｑｕａｎｔｕｍ ｄｏｔｓｆｉｌｍ［Ｊ］．犃犮狋犪犘犺狅狋狅狀犻犮犪

犛犻狀犻犮犪，２０１３，４３（Ｓ１）：０１０６００６．
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，２０１３，４３（Ｓ１）：

０１０６００６．

［１１］　ＨＵＡＮＧ Ｎ， ＬＩＮ Ｃ， ＰＯＶＩＮＥＬＬＩ Ｍ Ｌ． Ｂｒｏａｄｂａｎｄ

ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｏｆｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｎａｎｏｗｉｒｅａｒｒａｙｓｆｏｒｐｈｏｔｏｖｏｌｔａｉｃ

ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ［Ｊ］．犑狅狌狉狀犪犾狅犳犗狆狋犻犮狊，２０１２，１４（２）：０２４００４．

［１２］　ＬＥＶＩＮＳＨＴＥＩＮ Ｍ． Ｈａｎｄｂｏｏｋ ｓｅｒｉｅｓ ｏｎ ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ

ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ，ｔｅｒｎａｒｙ，ａｎｄｑｕａｔｅｒｎａｒｙＩＩＩＶｃｏｍｐｏｕｎｄｓ［Ｍ］．

ＲＵＭＹＡＮＴＳＥＶＳ，ＳＨＵＲ Ｍ．Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ：ＷｏｒｌｄＳｃｉｅｎｔｉｆｉｃ，

１９９９．

［１３］　ＺＨＵＪ，ＹＵＺ，ＢＵＲＫＨＡＲＤＧＦ，犲狋犪犾．Ｏｐｔｉｃａｌａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ

ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔｉｎ ａｍｏｒｐｈｏｕｓ ｓｉｌｉｃｏｎ ｎａｎｏｗｉｒｅ ａｎｄ ｎａｎｏ

ｃｏｎｅａｒｒａｙｓ［Ｊ］．犖犪狀狅犔犲狋狋犲狉狊，２００８，９（１）：２７９２８２．

［１４］　ＷＥＮＬ，ＬＩＸ，ＺＨＡＯＺ，犲狋犪犾．Ｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌｃｏｎｓｉｄｅｒａｔｉｏｎｏｆ

ＩＩＩ j Ｖ ｎａｎｏｗｉｒｅ／Ｓｉ ｔｒｉｐｌｅｊｕｎｃｔｉｏｎ ｓｏｌａｒ ｃｅｌｌｓ ［Ｊ］．

犖犪狀狅狋犲犮犺狀狅犾狅犵狔，２０１２，２３（５０）：５０５２０２．

［１５］　ＺＨＵＨｕｉｑｉｎ，ＤＩＮＧＲｕｉｑｉｎ，ＨＵＹｉ．Ｈｙｄｒｏｇｅｎｐａｓｓｉｖａｔｉｏｎ

ｅｆｆｅｃｔｏｎＧａＡｓｔｈｉｎｆｉｌｍｓ［Ｊ］．犃犮狋犪犘犺狅狋狅狀犻犮犪犛犻狀犻犮犪，２００６，

３５（８）：１１９４１１９８．
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，２００６，３５（８）：１１９４１１９８．

［１６］　ＤＥＭＩＣＨＥｌＯ，ＨＥＩＳＳ Ｍ，ＢＬＥＵＳＥＪ，犲狋犪犾．Ｉｍｐａｃｔｏｆ

ｓｕｒｆａｃｅｓｏｎｔｈｅｏｐｔｉｃａｌｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆＧａＡｓｎａｎｏｗｉｒｅｓ［Ｊ］．

犃狆狆犾犻犲犱犘犺狔狊犻犮狊犔犲狋狋犲狉狊，２０１０，９７（２０）：２０１９０７．

［１７］　ＣＨＡＮＧＣＣ，ＣＨＩＣ Ｙ，ＹＡＯ Ｍ，犲狋犪犾．Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌａｎｄ

ｏｐｔｉｃａｌｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ ｓｕｒｆａｃｅ ｐａｓｓｉｖａｔｉｏｎ ｉｎ ＧａＡｓ

ｎａｎｏｗｉｒｅｓ［Ｊ］．犖犪狀狅犔犲狋狋犲狉狊，２０１２，１２（９）：４４８４４４８９．

　　犉狅狌狀犱犪狋犻狅狀犻狋犲犿：ＴｈｅＮａｔｉｏｎａｌＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅＦｏｕｎｄａｔｉｏｎｏｆＣｈｉｎａ（Ｎｏ．６１０７１１４８）
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